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酸化ガリウム（β-Ga2O3）は、バンドギャップが約 4.5 eV と大きく、高い耐圧が期待できることから

パワーデバイス材料として注目されている。これまで我々は (010) 基板上に MBE により形成した

Ga2O3 MOSFET において、750 V を超える耐圧を示してきた[1]。一方、Ga2O3の MBE 成長に関しては、

(010), (100) 基板面上への成長についていくつか報告されているが、(001) 基板上への成長については

ほとんど調べられていない。今回、オゾン(O3)を用いた MBE により、(001) 基板上への成長を試み、

その成長形態について反射高速電子線回折 (RHEED)、原子間力顕微鏡 (AFM)により調べた。 

 成長には、just-cut 仕様の Ga2O3 (001) 基板を用い、金属 Ga および O3（生成濃度約 15％）により成

長した。図 1 に成長速度の成長温度依存性を示す。(010) 基板上においては 500～750℃の範囲では、

成長速度に大きな変化はない[2]。一方、(001) 基板上では成長温度の上昇とともに成長速度は急激に減

少し 700℃以上では数 10 nm/h にまで低下する。(010) 基板上とは成長機構が大きく異なることを示し

ている。図 2 に(001) 基板上に、成長温度 650℃および 750℃で成長した Ga2O3表面の RHEED 像（電

子線の入射方向 [010]）と AFM 像を示す。650℃で成長した表面はラフであり（ラフネス, Ra > 1 nm)、

[010] 方向に延びる細線形状を呈している。また、細線と平行に電子線を入射して観察した RHEED 像

より、細線側壁にはファセットが形成されていることがわかる。一方、750℃で成長した表面からは、

単分子層の表面ステップが明瞭に観察され、テラス上には 2 次元アイランドの形成はほとんど確認で

きなかった。成長温度を高めることによりステップフロー成長へと移行していることがわかる。この

基板上への成長において、成長温度とともに基板の傾斜角とその方向が重要であることを示唆してい

る。 

本研究の一部は、総合科学技術・イノベーション会議の SIP（戦略的イノベーション創造プログラム）
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